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Abstract 

: 

 

虽然拓扑绝缘体已经研究多年，但是测量到真正拓扑表面态的输运特征仍然具有诸多的干扰因素。
比如准二维体态、表面上的二维电子气等。普适电导涨落(universal conductance 
fluctuations:UCF)是介观物理研究和电子干涉输运的主要实验效应之一。在此我们以UCF为例，说
明我们在Bi2Te2Se小器件中探寻拓扑性的过程。 
我们制作了基于Bi2Te2Se的拓扑介观器件，通过在磁电阻和栅压-电阻曲线中解析噪声获得了拓扑器
件UCF的信号。首先证实无规量子噪声信号的可重复性，之后开展磁场转角实验，从特征只与垂直
磁场分类有关证实这一UCF信号来自一个二维电子态。开展平行磁场调控的实验，这可以抑制体态
干涉但是UCF基本特征被发现维持不变，这排除体态电子准二维干涉的因素。提取涨落均方根振幅，
从而排除表面平庸二维电子气量子干涉的因素。测量涨落均方根振幅，我们意外的观察到UCF幅度
随磁场变化的量子化平台及跳变，这证实其辛输运和统计性。 
最近我们还在开展WTe2压力超导、ARPES等工作。 
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